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【はじめに】低抵抗率の Si 基板（2 kΩ･cm）を用いることで、より安価な Si Ｘ線検出素

子 Gated Silicon Drift Detector (GSDD)[1-6]のシミュレーションに成功した。しかし現在の Si

基板の膜厚 0.5 mm では Cd の蛍光Ｘ線（23.1 keV）のような高エネルギーに対して吸収率が

低いという課題が挙げられる（図１に基板の膜厚とCdの蛍光X線の吸収率の関係を示す）。

高エネルギー蛍光 X 線の吸収率を高めるために、GSDD の厚膜化の可能性をデバイスシミ

ュレーションを用いて調べた。さらに、検出素子の受光面積を拡大することで蛍光 X 線を

感知度の向上が期待される。そこで、GSDD の半径 2.5 mm の拡大化もデバイスシミュレー

ションを用いて試みた。 

【目的】 高エネルギー蛍光 X 線の吸収率を高めるために 2 kΩ･cm の Si 基板の膜厚を 0.5 

mm から 1.0 mm に厚くし、使用可能な GSDD を設計する。さらに蛍光 X 線の感知度を高

めるために、GSDD の受光面積を拡大することを目的とする。 

【実験方法】Si 基板の膜厚 0.5 mm、印加電圧-150 V でシミュレーションに成功しているゲ

ートパターンをベースとする。膜厚を 2 倍の 1.0 mm に増加させた分、理論に則り印加電圧

を４倍の-600 V に増加してシミュレーションを行った。さらにゲート幅とそのギャップの

比率を一定に保ち倍率を上げることで、有効面積をどこまで拡大できるのかを検証した。 

【シミュレーション結果】 図２に GSDD のシミュレーション結果を示す。膜厚を 1 mm に

厚くした分、印加電圧を-600 V に増加させることで全体の空乏層化に成功した。しかし中

央に大きなたるみが生まれ、有効受光面積が縮小する結果となった。今後このたるみを解

消する方法を検討したい。 
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Fig.1.Absorption dependence of thickness of Si   Fig.2.Simulated electric distribution 
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